Магнитоимпеданс в образцах YbxMn1-xS
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В настоящее время активно исследуются полупроводники, обнаруживающие эффект магнитосопротивления и магнитоимпеданса для спинтронных устройств и сенсорных датчиков. В качестве перспективных материалов исследуем магнитные полупроводники на основе сульфидов марганца, замещенных редкоземельными элементами с переменной валентностью, например ион иттербия в зависимости от локального окружения и типа решетки может находится в Yb2+ и Yb3+ валентном состоянии. Влияние магнитного поля на транспортные характеристики обусловлено как на зарядовые, так и на спиновые степени свободы электрона [1].
Цель исследования установить магниторезистивные и магнитоимпедансные эффекты при замещении катионов марганца июнами иттербия.
Влияние магнитного поля на транспортные характеристики исследовалось на основе ВАХ, измеренных без магнитного поля H=0 и в магнитном поле Н=12 kOe приложенном перпендикулярно образцу YbxMn1-xS, с x=0.2 в интервале температур 80K–360K. 
Соединения, содержащие элементы с переменной валентностью, обнаруживают электронные фазовые переходы [2]. В окрестности электронного фазового перехода возможна смена механизма проводимости Мотта на механизм проводимости Пула-Френкеля, который можно установить из ВАХ. Обнаружено, что магнитное поле не влияет на смену механизма проводимости и на величину электросопротивления. 
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Рис. 1. (a) – Логарифмическая зависимость импеданса Z от частоты ω без магнитного поля Н=0 при T = 120K (1), 240K (3), 320K (5) и в магнитном поле H=12kOe при T = 120K (2), 240K (4), 320K (6). (b) – Зависимость магнитоимпеданса (Z(H)–Z(0))/Z(0) от частоты ω при T = 80K (1), 120K (2), 160K (3), 200K (4), 240K (5), 280K (6), 320K (7) (b) для образца Yb0.2Mn0.8S. 
На рис. 1a показана логарифмическая зависимость импеданса Z от частоты ω без магнитного поля Н=0 и в магнитном поле H=12kOe в области температур 80K–360K. Импеданс хорошо описывается степенной функцией Z=1/ωnC, где n – показатель степени, который практически не зависит от температуры, n=1±0.05. В магнитном поле импеданс незначительно возрастает и величина магнитоимпеданса δ(Z)=(Z(H)–Z(0))/Z(0) составляет 0.5 % (рис. 1b). 
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 18-32-00079 мол_а, Молодежного гранта СибГУ, 2020. 
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